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W. KOT, S. STRZELECKA, K. NOWYSZ: Okreslenie parametrow elektrycznych epitaksjalnych warstw
arsenofosforku galu na podfozach GaAs

Wykonano pomiary hallowskich warstw epitaksjalnych arsenofosforku galu o sktadzie x = 0,33+0,43.
Opierajac sie na modelu dwupasmowym ustalono w badanych probkach rzeczywista koncentracje elek
tronow i stosunek ruchliwosci elektronow z ,,prostego” i ,,.skosnego’” minimum pasma przewodnictwa.

E. NOSSARZEWSKA-ORLOWSKA, B. tAZOWY, A. LACHOWSKI: Okreslenie potozenia eprtaksjalnych
ztgcz n-n* w krzermie na szlifach skosnych

Opisano metode okreslenia grubosci warstw epitaksjalnych ponizej 1 «m na szlifie skosnym z ujawnio-
nym ztgczem n-n*.

J.ZMIJA, S. tABUZ, W. PROSZAK. Badania optyczne monokrysztatlow podwaojnej soli siarczanu dwuglr-
cyny / siarczanu amonu

Opisano wyniki analizy spektralnej w obszarze podczerwieni krysztatow podwojnej soli siarczanu dwu-
glicyny i siarczanu amonu. Porownano je z wynikami badan chemicznych. Ustalono, ze krysztaty te wyka-
zuja dyspersje anomalna.

M. LEJBRANDT: Badanie wplywu wielkosci czastek proszkow na proces spiekania Mo 1 MoNi®*
\
Wykonano badania nad ustaleniem wptywu wielkosci czastek proszkow molibdenu i niklu oraz tempera

tury spiekania na stopien zageszczania molibdenu. Obserwowano rowniez zachowanie sie niklu na po-
wierzchni ziaren molibdenu w zakresie temperatur spiekania od 1000 do 1900°C.
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B. KOT, C. CTILENEUKA, K. HOBbIW : Onpedenerue anexmpuyeckux napamempoe 3numaxKcuanbHbix
cn10€6 apceHuda ocguda 2annua Ho apceHude 2aIul

MNpon3seneHbl N3IMEPEHUA XONNOBCKUX NapamveTpoB 3NUTaKCUanbHbix CNOEB apceHnaa docpwuaa ran-
nvAac x = 0,33+0,43.

Ha ocHoBe AByx30HHOW MOAENU ONpeaeneHa AENCTBUTENbHAA KOHLEHTPAUWA 3NEKTPOHOB U OTHOWEHNE
NOABUX HOCTEN U3 ,,NPAMOTO’' U ,,HE NPAMOT0’ MUHUMYMa 30HbI NPOBOANMOCTU.

3. HOCCAXEBCKA-OPJTOBCKA, B. NA30BbI, A. NAXOBCKW: OnpedenerHue no00X eHUA 3nUmaKcua-
NbHBIX N-N*nepexodos e kpemMHue HO KOCbIX Wypax

Onucan meToa onpeaeneHna TONWUHbBI INUTAKCMANbHBIX CNOEB MeHble 1 MKM Ha KOCOM Wnude ¢ BbiAB-
neHHbiM N-n* nepexoaom.

H0. XMWA, C. TABY3, B. MPOWAK: Onmuveckue uccredoeaHun MOHOKPUCMA1aa 080UHOU CO U Cy b-
dama ouenuyuHa u cynb@dama oMMOoHUA

B paboTe npeacTtaBneHbl pe3ynbraThl CNEKTPANbHOTO aHanW3a B 30HEe MHPPAKPACHOTO CNeKTpa Kpuc-
Tannos ABOWHOMW CONU CyNbdaTa AMINMUMHA W cy NbhaTa aMMOHUA. ITOT aHANW3 NOATBEPXKAAET pe3ynb-
TaTbi NONYYEHHDBIE HA OCHOBAUU XMMUYECKUX NCCNeaoBaHWi. [JOKa3aHO TaKKe, 4TO 3TU KPUCTaNNbl NPOA-
BNbAIOT aHOMANbHY K AUCNEPCUIO.

M. IMTENBPAHAT: Uccnedosarue 8/1UAHUA 8€/IUYUHBI NOPOUWKOBbIX YOCMUY HO npouecc cnekanua Mo
u MoNi%*

ﬂpoaeneubl nccneaoBaHWA Had yctaBneHnem BNUAHWA BENWUYUHBLI NOPOWKOBLIX YacTuy monnbaeHa
N HAWKENA KaKk U TemnepaTtypbl CNEKaHWA Ha CTENEHb NAOTHOCTN monubaeHa. C,qenaH bl TOXKE HabnwaeHnA

HaA NOBEAEHWEM HUKENA Ha NOBEPXHOCTU 3epeH monubaeHa B TemnepaTypHom aunanasoHe ot 1000
no 1900°C.
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W.KOT,S. STRZELECKA, K. NOWYSZ. Determination of electrical properties for epitaxial GaAs ,_ <P on
the GaAs substrates

Electrical resistivity, electron concentration and Hall mobility have been investigated for the epitaxial
Ga As, P, (x=0,33+0,43). Two bands model was used to determine the real electron concentration and
the mobility rate from direct and indirect conduction — band minimum.

E. NOSSARZEWSKA-ORt OWSKA, B. t AZOWY, A. LACHOWSKI: Determination of the position of epita-
xial n-n* junctions in silicon on a skew mucrosection

The method of determination of the epitaxial layers thickness in the range below 1«m on the level with
delineated n-n* junction is described.

J. ZMIJA, S. tABUZ, W. PROSZAK: The optical inwestigation of double salt of diglycinum sulphate and
amonium sulphate crystals

The results of spectral analysis in infrared radiaton range of double salt of diglycine sulphate and amo-
nium sulphate crystals has been described. This analysis confirmed results obtained from chemical ana-
lysis. Existance of anomalous dispersion in these crystals has been established.

M. LEJBRANDT : /nvestigation of influence c! the powders grain size on sintering Mo and MoN:®*
The influence of molybdenum and nickel powder grain size and the temperature of sintering on the rate

of molybdenum density was investigated. The behaviour of nickel on the surface of molybdenum grains
in temperature range of 1000+ 1900 C is also given.



SYMPOZJA - KONFERENCJE — SEMINARIA

KRAJOWE

101 18 IV ~ w Warszawie odbyly si¢ seminoria nt. laseréw péiprzewodnikowych, zorganizowane przez Insty-
tut Fizyki PAN, Uczestniczyli w nich: A, Hruban i W. Brzozowski,

19-22 IV - w Poznaniu odbyla si¢ Konferencja Radiospektroskopii zorganizowana przez Instytut Fizyki PAN
w Poznaniu. Wzigli w niej udziol: R. Jablofiski, M, Palczewska, J. Wasik.

10-11 V - w Warszawie odbyla si¢ konferencja nt, "Analiza wartoéci w realizacji zadanh postgpu technicznego',
zorganizowana przez O&odek Doskonalenia Kadr Kierowniczych, Uczestniczyli w niej: J. Grabowski,
J. Nowak i A, Szymafiski.

11-13 V - w Rzeszowie odbylo sie Il Sympozjum Mikroelektroniki Techniki Grubowarstwowej, zorganizowane
przez Politechnike Rzeszowskq Udzial w nim wzieli: S. Achmatowicz, J. Bekisz, H. Strojewsko i M. Muszkat,
ktéry wyglosil referat pt, " Zastosowanie techniki druku sitowego w polqczeniach ceramik-metal®,

25-27 V - w Szczecinie odbylo sie sympozjum nt, "Synteza i przetwérstwo polimeréw*, zorganizowane przez
PTCH i SITPCh. Uczestniczyli w nim J. Nowacki i Cz. Jaworski.

14-16 VI - we Wroclawiu odbylo si¢ seminarium nt, "Realizacja Systematyki pomiarowo-informatycznej" zor-

ganizowane przez Politechnikg Wroclawskq. Uczestniczyli w nim: P, Cybulski i T. Zero.

11-14 IX - w Krakowie odbyla sie¢ IX Ogélnopolska Konferencja Metaloznawczo zorganizowana przez Instytut
Metalurgii AGH. Wziql w niej udziat J. Jokubicki.

12 IX - w Warszawie odbylo si¢ seminarium nt. laseréw péiprzewodnikowych zorganizowane przez Instytut
Fizyki PAN, Uczestniczyl w niej M, Bogobowicz.

14-17 IX - w Rzeszowie odbylo sig¢ Il Sympozjum Metalurgii Proszkéw zorganizowane przez Politechnike
Rzeszowskq. Uczestniczyl w nim J, Senkara.

19-24 IX - w Baranowie k. Poznania odbylo sig seminarium nt. "Wytycznu unatiza danych eksperymentalnych
w wybrany ch dziedzinach nauki" zorganizowane przez O&odek Informacji Noukowej PAN. Uczestniczy?
w nim A. Gladki.

21-23 IX -~ w Warszawie odbyla sie IV Konferencjo Piezoelektroniki zorganizowana przez UNITRA-ELPOD.
Uczestniczyli w niej: W, Kaminski, B, Traczyk, |. Pracka, E. Zalewski, M. Swirkowicz.

28-30 IX - w Cetniewie odbylo sie sympozjum nt. "Wykorzystanie osiqgnig¢é nauki do zmniejszenia materialo-
chlonnoéci wyrobéw z tworzyw pochodzenia mineralnego". Wzieli w nim udziak: L. Kociszewski
i W. Wiosinski.

4-7 X - w Gdatisku odbyla sie IV Konferencja MECS SEP nt. "Mikroelektronika ciala stalego" . Udzial wzigli:
L. Kociszewski, J. Borkowicz, Z. Bembenek, W. Brzozowski, E. Piela, K. Roszkiewicz.

7-8 X| - w Skawinie odbyla sie Il Sesjo Naukowo-Techniczna nt. “Metale wysokiej czystofci i materialy

o specjalnychwlosnotcioch” . Wzieli w niej udzial i referaty wyglosili: M. Kusowski ~ “Topienie strefowe golu,
analizo wplywu czynnikéw technologicznych na efekty oczyszczania", H. Blizniak = "Badania procesu topie-
nia strefowego indu", H. Mogielnicki - "Badania nad zastosowaniem pomioru oporu elektrycznego w tem-
peraturze 42 K do oceny efektéw oczyszczonia indu".

14 X1l - w Warszawie odbylo sie seminarium nt. laseréw péiprzewodnikowych zorganizowane przez Instytut
Fizyki PAN. Uczestniczyl w nim T. Langer, St. Ceremuga.

ZAGRANICZNE

14=16 11l = w Swietlowodsku /ZSRR/ odbylo si¢ VI posiedzenie CK RWPG nt. "Wytwarzanie nowych mater-
ialéw pélprzewodnikowych i metali wysokiej czystosci”. Uczestniczyli w nim: A. Bukowski, Cz. Jaworski,
E. Zalewski.

8-17 V - w Filadelfii /USA/ odbylo sig Il Sympozjum nt. materialoznawstwo i technologii otrzymywania
krzemu. Uczestniczyl w nim W. Riedl.

21-22 V - w Planse /Austria/ odbylo sie Migdzynarodowe Sympozjum Metalurgii Proszkéw . Uczesticzyla
w nim H. Rutkowska.

24-26 V - w Pradze /CSRS/ odbyla sie Miedzynarodowa Konferencja Ceramiki Elektronicznej. Uczestniczy}
w niej W. Wiosinski.

2 VIl - w Tokio /Japonia/ odbyla si¢ VII Migdzynarodowa Konferencja Bada Nieniszczqcych ICIFUAS.
Uczestniczyl w niej W, Wiosifiski.



9-23 VI - w Bostonie /USA/ odbyta si¢ Migdzynarodowa Letnia Szkota Wzrostu Krysztaléw i V Miedzynarodo-
wa Konferencja Wzrostu Krysztaléw . Uczestniczyt w niej W, Jeske.

29 VIII-7 IX - w Pradze /CSRS/ odbyla sie Migdzynarodowa Konferencja Spekiroskopii. Uczesticzyla w niej
W. Sokolowska.

5-8 IX - w Dubrowniku /Jugostawia/ odbyla sie Konferencja nt. wspétpracy naukowo-technicznej z Serbskq
Akademiq Nauk . Uczestniczyli w niej W. Rybka, A, Szymadiski, W, Wiosifiski.

13 IX = w Monachium /RFN/ odbyla sie konferencja nt, witkien optycznych. Uczesticzyl w niej A, Szymanski.

16-20 IX - w Tbilisi /ZSRR/ odbyla sie konferencja nt. wzrostu krysztatéw . Uczestniczyli w niej A. Bukowski,
W. Jeske, J. Zmija.

17 IX - w Leeds /Anglia/ odbyla sie kursokonferencja nt. technologii szkla w 1980 r., zorganizowana przez
Uniwersytet w Leeds. Uczestniczyt w niej L. Kociszewski.

26 IX - w Dreznie /NRD/ odbyla sie VI Miedzynarodowa Konferencja Metalurgii Proszkéw . Uczestniczyli
w niej K. Bziawa, E, Kulesza, H, Rutkowska, J. Senkara.

2 X - w Disseldorfie /RFN/ odbyla si¢ Miedzynarodowa Konferencja Trybologiczna. Uczestniczyla w niej
E. Hebda-Dutkiewicz.



INFORMACJA DLA AUTOROW

W celu utatwienia prac redakcyjnych zwigzanych z przygotowaniem materiatu do druku redakcja prosi

Autorow o przestrzeganie podanych nizej wskazowek:

1.
2.

10.

12.

13.

14.

Objetosci artykutéw w zasadzie nie powinny przekracza¢ 10-15 stron maszynopisu.

Artykuty powinny byé napisane na pojedynczych arkuszach formatu A4, jednostronnie zinterlinig (co
drugi wiersz), z marginesem 3,5 cm z lewej strony, duza czcion ka. Na arkuszu nie powinno by¢ wigcej
niz 31 wierszy po 65 znakow. Wszystkie strony powinny by¢ numerowane.

. Na marginesie tekstu nalezy zaznaczy¢ miejsca, w ktorych powinny byc umieszczone rysunki i tabele.
. Wszystkie tabele i zestawienia (unikac zbyt duzych) nalezy wykonywac osobno (nie w maszynopisie

catego artykutu), w 4 egzemplarzach na oddzielnych arkuszach i numerowac kolejno. U gory kazde;j
tabeli podac tytut objasniajacy.

. Artykuty nalezy nadsyta¢ w 4 egzemplarzach; powinny by¢ dotaczone do nich krotkie streszczenia

w jezyku polskim, rosyjskim i angielskim {rowniez w 4 egzemplarzach).

. Artykuty powinny w zasadzie byé podzielone logicznie na czgsci, a w czesci koncowej winny by¢

sformutowane wnioski. Tytutéw rozdziatow nie nalezy podkresla¢. W miarge moznosci unika¢ po-
dziatu artykutu na oddzielnie zatytutowane czesci.

. Rysunki powinny byé nadsytane w 1 egzemplarzu, nie wklejone do tekstu, lecz zatagczone oddzielnie

w usztywnionej kopercie. Spisy rysunkow zawierajace teksty napisow pod rysunkami nalezy sporza-
dza¢ oddzielnie (niezaleznie od tekstu artykutow), w 4 egzemplarzach. Rysunki nalezy wykonywac na
przezroczystej kalce drukarskiej.

. Fotografie powinny by¢ ostre i wykonane na biatym btyszczacym papierze fotograficznym. Numery

fotografii i powigkszenie nalezy podawa¢ na odwrocie — otowkiem. Numeracja nalezy objg¢ rysunki
i fotografie tacznie (nie stosowaé oddzielnej numeracji dla rysunkow i oddzielnej dla fotografii).

. Po zakonczeniu artykutu nalezy podaé wykaz literatury, wymieniajac kolejno nazwisko autora

i pierwsze litery imion, petny tytut dzieta lub artykutu, tytut czasopisma, nr tomu i zeszytu, miejsce
wydaniai rok, ewentualnie numer strony. Pozycje wykazu literatury winny byé numerowane, w teks-
cie powotania na numer pozycji w nawiasach kwadratowych, np [1].

Stownictwo techniczne, jednostki miar, skroty najwazniejszych oznaczen wielkosci we wzorach itp.
powinny byé zgodne z terminologig przyjeta przez Polskie Normy, Miedzynarodowy Uktad Miar (Sl)
oraz z innymi obowigzujacymi przepisami. .

. Maszynopis powinien by¢ bezwarunkowo przejrzany i czytelnie poprawiony przez Autora. Poprawek

na stronie nie powinno by¢ wiecej niz 5.
Redakcja zastrzega sobie prawo przeprowadzania drobnych zmian redakcyjnych, niezbednych skro-
tow, korekty stylistycznej itp.

Fakt nadestania pracy do wydrukowania w ,,Materiatach Elektronicznych” uwazany jest za rownoz-
naczny z oswiadczeniem Autora, ze praca nie byta drukowana ani wystana do drukowania w zadnym
innym czasopismie krajowym lub zagranicznym.

Autorzy proszeni sa o doktadne podawanie adresu i numeru telefonu celem tatwiejszego porozu-
miewania sie i ewentualnego przestania naleznego honorarium.
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